
フラス トレーシ ョンのある系 でのパター ン

てお り,このスペクトルのパワーは散逸

構造の秩序度を示 していると考えられる｡

この方法はWDのような単純なパタンの

形成については有力 と思われるが,より

複雑なパタンの形成に対 してはその状態

を特徴付ける特性量自体が不明である｡

パタンの時間 ･空間的揺 らぎを総合的に

捉えた解析法が必要となろう｡

おわ りに 画素の時系列相関解析 を用い

て,液晶の対流パ タンの解析を行ったが,
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乱流のような複雑なパタンの特徴 を定量化するのはなかなか困難である｡提案 した処理法は時

間的及び空間的スケールを対象に合わせて選択 していく必要があると考えられる｡
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20.フラス トレーションのある系でのパターン

東大･理 鈴 木 増 雄

§1 はじめに

今までは,協力的な力によって秩序が出来る非平衡系をスケー リング理論 1)～6)によって扱

ってきたが,ここでは反協力的な力も混 じってお り,互にフラス トレー トしながら変化発展す

る系 6)の秩序形成の理論を作る試みを報告する｡ これはまだ始めたばかりで,そのための準備

に当る部分を紹介する｡
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§2 フラス トレーションと相転移 7)

スピングラス8)では,正負の相互作用が混 じっているため,スピンの配向に関してフラス ト

レーションが起る｡その結果,第 2図や第 4図のように,基底状態が多数縮退 している｡こう

して,フラス トレー トした系のエネルギーまたはポテンシャルは,第 1図のように,でこぼこ

の多いものとなる. 第 2図に対応するエネルギーの図が第 3図である.例えば, m- 3(all
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第 1図 スピングラスのポテンシャル 第 2図 3角セルのフラス トレーション7)
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第 3図 3角セル (第 2図 )のエネルギー7) 第 4図 4つのスピンのフラストレーション7)

up)か ら7n--3(alldown)に移る経路 としてQi, abcdとab′C′dの2通 りあるO第

4図のように,フラス トレー トした4つのスピン系でも,同様に2つの ｢等エネルギー経路83)

が存在する｡第 5図のようにN個のス ピン系に拡張 しても全 く同様 に2つの等エネルギー経

路が存在する｡

第 6図(a)には,フラス トレー トした有限格子を示 した｡ このエネルギー図を,横軸に磁化

仇 をとって,示 したのが第 6図 (b)である.概略的には,第 1図によく似ている｡また,第 7

図や第 8図に示 したように,どのセルもプラス トレー トしている場合には,全部上向きの状態
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第5図 7ラス トレー トした1次元スピン系におけるキンクとアンチキンク7)｡
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第 6図 (a) プラストレー トした格子の例｡

』はフラストレー トしたセルを表す｡
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(b)それに対応するエネルギー図｡ ,nは磁化

の大きさを示す｡
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第7図 フラス トレー トした3×3格子 7)｡ 第8図 フラストレー トした4×4格子 7)0

から,全部下向きの状態に等エネルギー的に遷移できる7)｡その結果,こうしたフラス トレー

トした格子は,大変柔らかい構造をしていて,少 しの磁場でも,それに対する応答が非常に敏

感であることがわかる7)0
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§3 7ラス トレー トした系のダイナ ミックス7)

以上のように,フラス トレー トした系は,外場の影響を受け易 く7),こうい う系のダイナ ミ

ックスは,通常のものとは,大いに異なるものと期待 される｡低温側では,緩和時間は, どん

な温度 でも非常に長 く,温度が下 るほど益々長 くなる｡

この様子 を, TDGI｣方程式 を用いて議論 し, その ｢秩序｣の形成 メカニズムを調べ,マル

チスケー リング則 6)を導 くことは, 目下研究中であるD

0 ー･｢

第9図 典型的な秩序形成の様子 6)｡
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21.Random SurfaceModelの臨界現象*)

東大 ･理 田 崎 晴 明
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*)本研究の一部は基研モレキュール型研究計画 ｢構成的場の理論｣の成果である｡
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